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Реферат:
1. В дисертаційній роботі, створеним комп'ютеризованим сумісним фототермоакустичним (ФТА) та
фотоелектричним (ФЕ) мікроскопом, досліджено напівпровідникові структури кремнію: епітаксійні з різним
типом провідності, імплантовані іонами бору та фосфору, а також пружно напружену область поблизу
вершини тріщини в пластині кремнію. Отримані ФТА та ФЕ топограми. Проведено порівняльний аналіз ФТА і
ФЕ зображень вказаних структур на основі якого встановлено, що візуалізація тепловими хвилями областей
епітаксійного нарощування та іонної імплантації в структурах на основі кремнію зумовлена залишковими
пружними напругами, які виникають в умовах технологічного циклу їх виготовлення; експериментально
встановлена наявність просторової періодичності у розподілі механічних властивостей в околі вершини
технологічної тріщини у р - кремнії з періодом "85 мкм; експериментально встановлено, що залежність
величини ФТА сигналу від логарифма концентрації іонів бору та фосфору, що імплантовані у пластину



кремнію, є лінійною при концентраціях іонів у межах 1,8 10в11 6 10в13 іон/см2

2. The dissertation work deals with a research in silicon - based structure by compliance photothermoacoustic and
photoelectric microscopy. Si-based structures - n-type of epitaxial build-up inside a p-type substrate, interface
obtained by the boron and phosphor implantation, and a near-top crack region - have been studied by means of
combined photothermoacoustic and photoelectric microscopy. Conclusion is made that the most probable cause
of the thermal-wave visualization of epitaxial regions is elastic stresses arising in these regions during their
making. It is shown that spatial distribution of the elastic stresses arisen during the ion-beam implantation is
visualized as a sequence of the thermal waves traveling. In the near-top region of crack the inhomogeneities of
thermoelastic and electrical properties, which extend to some hundreds of microns, may be detected by thermal
waves and electron-hole plasma waves as well. A spatial periodicity of the thermoelastic properties of the near-top
crack regionis found; its period turned out to be about 85 (m. The linear dependence of photothermoacoustic
signal of logarithm for implanted boron and phosphor ions concentrations was found experimentally, for doses 1,8
10 11 6 10 13 cm- 2
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